TBA 341

DUAL DIFFERENTIAL AMPLIFIER
DOUBLE AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL

M

GENERAL DESCRIPTION

TYPICAL APPLICATION : DUAL INDEPENDENT DIFFERENTIAL AMPLIFIER

The TBA 341 is a silicon monolithic integrated circuit, and it consists of two independent differential amplitiers
with associated constant - current transistors.

it is supplied in a Jedec TO-116 14-lead dual-in-line plastic package.

The monolithic construction of the TBA 341 provides close electrical and thermal matching of the amplifiers.

The six NPN transistors exhibit low 1/f noise and a value of fT in excees of 300 MHz, therefore they may be used

from DC to 120 MHz in low-power applications.

DESCRIPTION GENERALE

DEUX AMPLIFICATEURS DIFFERENTIELS INDEPENDANTS

Le nircuit intégré monolithiqgue TBA 341 est constitué de deux amplificateurs différentiels indépendants, associés chacun a un transistor
a courant constant.

[ a construction monolithique du TBA 341 garantit un bon appariement thermique et électrique des ampliticateurs.

Les six transistors NPN ont un faible niveau de bruit fen 1/f) et une fréquence de transition supérieure a 300 MHz.

ls peuvent donc €tre utilisé pour les applications 3 faible puissance dans une gamme de fréquence allant du continu jusqu’a 120 MHz.
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TBA 341

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
(wase TO-116 (CB2) [ [
Boitier 14 13 12 11 10 9 8
vué de dessus | T F 1T LT ]
1 C1 8 Co6
2 B 1 9 BO
Not to be used
3 B 3 10
Ne pas utiliser
4 E 3 11 B 4
Substrate
5 12 E 4
Subpstrat
3] B 5 13 B2
7 ChH 14 C2
2 1 14 13 9 8 7 o
O Q O O O O O O
O T
¢ ®
£ Z
Substrate
Substrar
¢ O o) O O
3 4 5 12 11
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TBA 341

M

LIMITING VALUES Tomp = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABS am {Sauf indications contraires)
llector-b
Co . ctor-base voltage VCBO 20 v
Tension coflecteur-base
Cnllgctﬂr-emltter"m ltage VCEO 15 Y
Tension collecteur-émetteur
Collector substrate voltage VCSD 20 \/
Tension collecteur suhstrat
Emit'ter:base voltage VEBO 5 v
Tension émetteur-base
Collector current lC 50 mA
Courant collecteur
Power dissipation T — 55°C 1 transistor D 300 mW
amb™ .
Dissipation de puissance 6 transistors tot 600 mW
Storage temperature min T, — 25 °C
S
Température de stockage max J + 125 °C
Junction temperature min T. 0 °C
J
Température de jonction max + 12h °C

The collector of each transistor of the TBA 341 is isolated from the substrate by an integral diode. The substrate
(terminal B) must be connected to the most negative point in the external circuit to maintain i1solation between tran-

sistors and to provide for normal transistor action.

[.e collecteur de chaque transistor du TBA 341 est isolé du substrat par une diode intégree.
Le substrat (sortie 5) doit étre connecté au point le plus négatif du circuit pour assurer un isclement convenable entre les collecteurs des

cdifférents transistors.
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TBA 341

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tomb = 950 {each transistor) (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES fchague transistor) (Sauf indications coniratres)
Test conditions j _
Conditions de mesure Min. Typ* Max.
Collector-base cut of current .
vV =10V I-=0 [P,
Courant résiduel collecteur base CB = C20 0,002 100 nA
| | -. | _
. —_— _ - | —— 11 e
Collector-base voltage 20 50 | - y
' e =0 i~A=10uA \Y
Tension collecteur-bass e C ca80
1
Collector-emitter voltage | =0 1. = 1mA ’ y |
Tension collecteur-ermetteur 3 C 1 CEO 15 24 | v
Collector-substrate voitage re=0 1.=10uA V 50 | &0 | y
Tension coffecteur substrat CS C Cs0
Emitter-base voitage L.o=0 Il =10 mA V
Tension émertteur-base C E CEO 9 / Vv
e e e 1 i * .
Vep = 3V I =50uA VeE 0,63 | 0,7 Vv
Base-emitter voitage VCB = 3V IC: TmA VBE 10,?1 51 0,8 V
Tension base-smetteur VCB =3V ICZBm’ﬂ‘ VB E . 0,75 | 0,85 V
VCB:SV L =10mA Viag 08 | 6,9 V
Base-emitier voltage temperature |
coefficient \/ = 3V | = 1mA &VBE il —1 Qf V/GC
Coefficient de température de la tension CB C At | | = m
base-emetteur
u
TfﬂﬂSitiﬂ'n frequEﬂCV IUP ZBV I :_SmA f ) |
Frequence de transition | Ct C T 550 MHz
—_— —— e m e L - - . - S —— . . —_— e . - A S ..1|__ [
Noise figure ! Voar=3V f =1MHz . 2 95 4R
Facteur de bruit Ck 3,
_ . o | o _
Input impedance | Veg=3V Ic=1TmA A |
Impédance d'entrée f=1kHz 11e 3,5 k&2
Forward current transfer ratio VCE =3V lC =TmA h
Rapport de transfert direct du courant f=1kHz 21e 110
Reverse voltage transfer ratio Ve =3V I=1mA h 4
Rappuort de transfert inverse de 1a tension f=1kHz 12¢ 1,8.10
Qutput admittance VCE =3V 'C =1TmA h
Admittance de sortie f=1Kk I-Tz 22¢ 15,5 HS

4711}
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TBA 341

ELECTRICAL CHARACTERISTICS t _ 950 leach differential Amplifier) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ETECTRIQUES amb (chaque Amplificateur différantiet) (Sauf indications contraires)
L l e _
. Test conditions | S
Condilions de mesure Min. Typ. Max.

_ ) O - o B S
Input offset current IE3 B 154 = 2mA | [31 - IB? | 0,3 Z A
Courant de décalage a l'entrée | VCB =3V | IBE ~ [BG | ‘ ' H
Base current {input current) lE3 = IE:ﬂf = 2ZmA ‘ lBi ’ lBZ 0 24 A
Courant base (courant d'entrée) vV = 3V o ;| M

e | C? o B3 B4 |
[; e ] — ot
_ _ | |
Coltector current ratio IE3 =lgq = 2mA | IC’! or !CS i
B AT 0,98 1,02
Rapport des courants collecteurs i VCB = 3V ICQGU ICB
Ve —Vaps ! |
_ lpa = lggq =2mA 1! TBET TBE2H 5 |
iTnpu_t GSSZT— u?!tag‘ef VES g:’!} oF - OU | i 045 5 MV
ension de decalage a 'entree — _ _ : , f-
CB | VBE5™VBES! ;
e O | e o ;L_____________J?__ o o
AVBET™VBEZ] , f
Input offset voitage temperature tEB = 'E4 = 2mA Lt E
coefficient v iy y Or - G{"f 1.1 LV /°C
Coefficient de température de la tension CB :ﬁl BE5S YBEG!
de décalage a 'entree | At j
e e | . _ _
. Vg =3V- 1 ; !
Input admittance i CB 3 1,25mA Y 11 ; | 0,22+4j0.1 | msS
Admittance d’entrée | HIES ‘i iz (note 1) | l
V=3V | =1,25mA 5 5
f-orward transfer admittance Me:n C v : -20 +i0 S
Admi Joey ! T =17 NHz 2] | § .

dmittance de transfert direct | (note 1) : |
Cutput admittance iVCB:SV IC:1 '25mA; v ', -0,01+j0 mS
Admittance de sortie | f=1NMHz : 22 'i |

| .~ {note 1) |
_— - e el . . . i .:___ - i I 4
V=3V | ~=2.5mA
- CE™ C— =
input admittance 4 + ]
Aﬂ?r:frfance cd'antree | =1MHz . 2 095 b ! S
: (note 2) |
—_— s e el | — _ - _ - i - — - . .- : I..
Heverse transfer admittance 'VLB_Sv lC:Z'SmA '; v 3 .5
Admittance de transfert inverse | f=1MHz 12 4-r | NS
{note 2}
_— Lo . I | . T
!
Forward transfer admittance vCBZSV IC: 2.5mA 6 S
Adintttaonce e transfert direct =1 MHz : v21 ! 6-10 m
{note 2) |
e t - R S L _
Output admittance IvCB'_SV IC""2 SMA y :
Admittance de sortie i F=1MHz | 22 0+ 0,02 mS
(note 2} n .
Noise figure f = 100MH2 ! - 3 | IR
Facteur de bruit |

) R S | (note 2] _

Note 1 @ Differential circuit configuration - VCB tor each collector.
Configuration en amplificateur différential - VC' 2 donnes pour chague collecteur
Note 2: Lascade circuit configuration Vg for total stage 2/10

Configuration ou circuit cascade VC g donne pour 'étage total
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TBA 341

M
{Unless otherwise stated)

GENERAL CHARACTERISTICS 1. . — 25°C _
CARACTER!STIOUES GENEHALES amb fSﬂUff-”dffﬂrfﬂnsﬂﬂ”ffﬂ”’ESJ
Test ppnditiﬂns Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Common mode rejection ratio 6V
(for each amplifier) Ve =12V VEES CMR 100 4B
Taux de réjection en mode cammun Vx =-3,3V t=1kHz (fig. 1)
(pour chagque amplificateur)
Automatic contrdle gain (one stage) Voo™ 12V Vg =6V AGC 75 4B
Contrble automatique de gain (un étage) Vx =-.3,3V f = 1kHz (fig. 2)
Voltage gain (one stage) VCC: 12V VEEZ'BV AV 29 4B
Gain en tension (1 étage) Vx = 3,3V 1t = 1kHz {fig. 2)
Automatic control gain
{two stages) VCC: 12V VEE:'Gv AGC 105 dB
Contréie automatique de gain Vy =-33Vf=1kH4 (fig. 3)
(2 étages/
Voltage gain N _
(two stages) Vee=12V Vgg=bV AV 60 dB
Gain en tension VX =-3,3V f =1kHz {(fig. 3)
{deux etages)
Fig. 1 Vee =+ 12V Fig. 2
1 )
RSE lksu
7
oy s g8 7 rouF
g
1l__4‘_m“-l;ﬂ}"_ﬁt:j t:};‘ I' ®
{ V=~ 3,3V |
Tk H. 1kH
i x:ﬁ" 0,5k %2 © © W 1k$2
; 05 12 ;
; 0,5k$2 P .
VEE:—EV
1J4F
Fig. 3 ) il I Vee =1 12V
1k$2 I‘le 1k&} 1k&?
1 Vo
10UF 8 79 ! +
9 £ 2 13
it o —O- ° T
%
LkHz [ 1k$2 11 1k§2 1k$?2 3 1k§2
> 2 w4 ”
5
0,5k T 0,5KkS?
VEE = -6V
* £t g V™ 3,3V
6/10

698



TBA 341

M

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

|nput voltage and input offset voltage
Tension d'entrée et tension de décalage a 'entrée

VB | I |VBE1"vBE2 sl T - T 1T I T LT [ 11 1 'B17'B2
(V) (mV} 8 (1 A)
0,8 4
10Y
0,7 | 3
0,6 2
10~
0,b 1
0.4 e 1o 1072 |
2 408 2 468 2 4068 2 408 2 468 2 4068
1077 107" 10° g (mA) 1072 10”7 10 Ig (mA)
Single stage voltage gamn Two stages voitage gain
Gain en tension d’un étage Gain en tension de deux étages
A AV
V r [ | 1 F ‘ ‘
(dB) (dB) \ o |
sol Lo iy
|
+ 20
| [
| 1
0 _
- 20 R
| i
|
- ! N
-~ 50 | —30| | ‘ | i
0 2 4 6 8 Viga/Vgg (V)

Input offset current
Courant de décalage a {'entrée




TBA 341

M

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY
(each transistor)

Normalized H parameters FREQUENCE DE TRANSITION
3 Paramétres h normalisés {chaque transistor)

10 8 fT y H

5 _ (MHe)

4 B 1 | — . -

, . | | home 800 | : : B T
10 L I

8 [ ]

6 ] 600

l

4

2 400 L
107 | | |

8 _

. | 2218 200 ’ ' I

4 L | B . o _ o A

| 12e F W S

2 A ! R N N R R R B 4 -

0! ¥ | 1 S "11e L a [
2 4068 2 468 2 468 0 2 4 b BIC(mA}
-2 -] 0 |~ (MmA)}
10 10 10 C

Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun

CMR i
(dB) | ‘ . ‘

1 i, \

— - [ - ——— ]

110

i
]

100

90

80 | ] |

70 | |

311
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TBA 341

m

TYPICAL CHARACTERISTICS
(for each differential Amplifier

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
(pour chaque amplificateur différentiel)

b1

021
{mS) 20

Forward admittance
Admittance de transfert direct

I I 1

Input admittance
Admittance d’entrée

b11

911
(mS)

| C . ' _
5 2 5 2 b 2 b 2 b
107" 10° 10" 102 f (MHz) 10~ 10° 10" 102 f (MHz)
Output admittance Reverse admittance
Admittance de sortie Admittance de transfert inverse
g22 B : _ I b2 g12 b12
{mS) _ {mS) (MS) i ] {mS)
I IR N N ]
L ' 0 Z
04 L__ _ft | 2 10 A 110
] |
f
0,3 rr—- -t —1- 41 ¥ ] 1 107" i - ) - J' 1[]1
| !
F._. | - , 1+ _;
0.2 - T - - — i 1077 L i 1 10°
- |
: ; [
sl | 3
0, 0,1 S U S I O | . 1077} / ) R
|
T Lz A1 | i
o T 1 -1 ] L g 1040 | l 1072
20 28 25 205 1077 10° 10" 102 10% f(MH2)
10 10 10 10° f{MHz)
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TBA 341

TYPICAL CHARACTERISTICS
(for each cascode amplifier)

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Forward admittance
Admittance de transfert direct

921
{mS)

80 |

40

(pour chague amplificateur cascode)

Input admittance
Admittance d’entrée

IRRna

7 5

2 b5 2 5 2 b5

107" 10" 10] 102 f (MHz)
Output admittance Reverse admittance
Admittance de sortie Admittance de transfert inverse
{m8—10_4[ -| (mS) b2
| ] B (uS)
0 - I 2 101
- L EE E = |
4] 1 | B I | i 100
| 1’
-8 1 ! | _ _ ] ——— - 1 10‘"1 1
| |
| _
~12 1 | 1072 _ ]
2] ]
-16 f - | L 0 10-3
2 b5 2 b Z2 b5 2 b _1 0 1 9 3
1 10 10 10 10~ f {MH
107" 10° 10" 102 (MHz) 0 (MHz)
10/10
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